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【はじめに】 硫化スズ(SnS)は 104 cm-1以上の高い光吸収係数と、約 1.3 eV という光学バンドギャップ

を有する[1]ため、次世代太陽電池の光吸収層材料等の機能性材料として期待されている。現在、SnS

太陽電池の最高変換効率は 4.8%であり、その太陽電池に用いられている SnS 薄膜は、組成比制御

が容易で簡便な溶液法により成膜されている[2]。溶液法の１つである静電噴霧堆積法(Electrostatic 

Spray Deposition: ESD)はノズル-基板間に数 kVの高電圧を印加しながら噴霧を行う堆積法であり、簡

便かつ安価に成膜できる。帯電した溶液が静電気力により微細化され、分裂した液滴が電界に誘導さ

れて堆積するため、印加電圧等の制御により薄膜の形態を変化させることが可能である[3]。しかし、

ESD を用いて SnS 太陽電池の光吸収層を作製した報告はほぼ無い。ESD を用いることで、緻密で均

一な薄膜の成膜が可能となれば、安価な SnS 太陽電池の作製に繋がると考えられる。そこで、本研究

では、ESDを用いて SnS薄膜の成膜を行い、成膜条件が SnS薄膜に与える影響の検討を行った。 

【実験方法】 Mo/SLG 基板上に、ESD 法で SnS 薄膜を成膜した。前駆体に塩化スズ(Ⅱ)水和物

(SnCl2・2H2O) とチオ尿素 (CH4N2S) を用いて、2-メトキシエタノール((CH3O)C2H4OH)、エタノール

(C2H5OH)、メタノール(CH3OH)にそれぞれ溶解させて、前駆体濃度

を 0.1 M とした。ESDの成膜条件は、印加電圧を 8 kV、ノズル-基板

間距離を 3.5 cm、溶液流速を 0.4 mL/h、噴霧時間を 5 min、基板温

度を 400 oC とした。得られた薄膜に対して、硫化温度を 540 oC、硫

化時間を 5 minとして硫化処理を行った。硫化処理前後のSnS 薄膜

に対して XRD、SEM、XPS測定等を行った。 

【結果及び考察】 図 1(a-c)に異なる溶媒を用いた際の、SnS 薄膜の

断面SEM像を示す。溶媒を変えて静電噴霧を行った場合に、SnS薄

膜の断面形態が異なることが確認された。その一因として、溶液がノ

ズルから噴霧されて基板に到達する過程で、溶媒の沸点や粘度の違

いにより、液滴のサイズが変化したと考えられる。詳細は当日報告す

る。 
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図 1. 異なる溶媒を用いた

際の SnS薄膜の断面

SEM像 
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